Резистивное переключение мемристивных структур на базе нанокомпозита (CoFeB)x(LiNbO3)100−x с высоким содержанием диспергированных магнитных ионов
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Представлены результаты электрофизических и магнитных исследований структур металл/наномпозит/металл (М/НК/М) на базе НК (Co40Fe40B20)x(LiNbO3)100−x с содержанием металлической фазы х = 8-20 ат.%, которые доказывают многофиламентную природу резистивного переключения (РП) данных систем[1]. Показано, что своеобразие мемристивных свойств структур М/НК/М связано как с самоорганизованным формированием высокоомной LiNbO3 прослойки у нижнего их электрода, так и с многоканальным характером РП. Последнее обусловлено наличием в изолирующей LiNbO3 матрице наряду с наногранулами CoFe большого количества диспергированных в ней магнитных ионов Fe2+ и Co2+ (до ~1022 cм-3). Нуклеация ионов при первых РП приводит к образованию многочисленных нитевидных наноэлектродов (до 1011 cм-2), контролирующих РП интерфейсной LiNbO3 прослойки, и тем самым, обеспечивающих устойчивость и многоуровневый характер РП [2-4]. При этом формируется дополнительная ферромагнитная фаза, которая была обнаружена нами экспериментально из измерений намагниченности исходной структуры и после резистивных переключений [5]. 
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